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炭化ケイ素(SiC:Silicon Carbide)はケイ素(Si)と炭素(C)の原子比が 1:1 のⅣ-Ⅳ族化合物半導体である。200 種
以上のポリタイプ(結晶多形)を有し、中でも 4H-SiC は優れた材料特性から次世代パワー半導体材料の有力候




は 8°傾斜させたオフ基板上に化学気相堆積法(CVD：Chemical Vapor Deposition)を用いるのが一般的である。こ
のとき、基板表面は水素エッチング法等で処理され、0.25nm の高さのステップで覆われた表面が形成されて









本研究では、0.1°以下という微小なオフ角をもった 4H-SiC 単結晶基板上に MSE 法で成長した液相エピタキ
シャル膜における貫通転位(らせん及び刃状転位)の伝播・発生過程について調べた。基板表面処理として Si
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